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VSOP-2計画の電波観測衛星 ASTRO-Gでは 8、22、43 GHzの周波数帯において観測が計画されている。こ
れらの受信機環境は、8 GHz帯は常温、22 GHzおよび 43GHz帯は 20 Kに冷却される予定である。この中で、
我々は 8 GHz帯のHEMTアンプの開発を進めている。受信機は、ホーンから来た右旋と左旋の円偏波をポーラ
ライザーでそれぞれ分離し、直線偏波に変換した後、HEMTアンプに導く構成をとっている。
常温 HEMTアンプは 2段アンプとし、その設計の目標値を周波数帯域 8.0–8.8 GHzにおいて利得 20 dB以上
かつその平坦性が 1 dB 以内、入出力リターンロスが 10 dB以上、雑音温度 50 K以下とし、低雑音化を最優先
に設計した。HEMT素子はパッケージタイプの FHX76LPを使用し、2ポート回路の安定性（K>1、B1>0）と
ナイキストの安定判別法による段間安定性に注意を払い設計を行った。
これまでは厚さ 1.2 mmのテフロン基板を使用していた (黒住他 2007年春季年会)。しかし、基板厚によってイ
ンダクタンスが発生した可能性を考慮して、厚さ 0.6 mmの基板を用いて設計製作を行った。その結果、帯域内
で雑音温度を 58–77 Kから 50- -56 Kに下げることが出来た。
一方、HEMTアンプはポーラライザーと直結しているため、導波管入力型を開発している。これよりDCカッ
トの役割を持つ入力コンデンサを取り除くことが可能となり、アンプ雑音温度をさらに下げる見通しを得た。
本講演では、導波管入力型 8 GHz帯常温HEMTアンプの開発状況について報告を行う。


